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【背景】二次元層状物質MoS2膜は空孔等の内

部欠陥やエッジに起因した強磁性を有し,キュ

リー温度(895 K) も高いことから[1]
, 室温動作

可能かつドーピングフリーな強磁性半導体と

して期待される[2]
. これら内因的強磁性のうち, 

相の安定性と誘起される磁性の強さの観点か

ら, エッジ誘起強磁性が実用上最も有望であ

る. 一方, スパッタリング法により成膜された

MoS2膜は, 化学気相成長法(CVD)や剥離法の

膜と比較して単位面積当たりのエッジ長が長

いため[3]
, 他の手法よりも効率的なエッジ誘起

強磁性の発現が期待される. 本研究では, スパ

ッタリング法を用いてMoS2膜を成膜し磁化特

性を評価した. さらに, スパッタ後のアニール

により結晶性を向上させ, MoS2膜の結晶性と

磁化特性の関係を評価した.  

【方法】アズスパッタ膜(As- sample), 硫黄雰囲

気アニール(S- sample), アルゴンアニール

(Ar-sample)サンプルを用意した. サンプル構

造はすべて Al2O3 (3 nm) / MoS2 (4.4 nm) / SiO2 

(400 nm) / n-Siである. MoS2層は スパッタリ

ング法により堆積した. スパッタ条件は, 基板

温度 480
o
C, ターゲット-基板間距離 180 mm, 

Ar圧力 0.75 Pa, RFパワー40 Wである. また, 

Al2O3層は原子層堆積法を用いて堆積した. S

および Arアニールは 700°Cで 40分間行った. 

磁化特性は超伝導量子干渉計により評価した. 

【結果】Fig. 1に各サンプルのM-H曲線を示す. 

測定温度は 300 K, 磁場は面内方向に印加した. 

青, 赤, 緑の実線はそれぞれ As-, S-, Ar-sample

の M-H カーブである. また, 黒の点線はリフ

ァレンスの M-H カーブであり, サンプル構造

は Al2O3 (3nm) / SiO2 (400 nm) / n-Siである. ア

ニールを施すことにより, 明瞭な強磁性が得

られた. 特に, Ar-sampleは 26 emu/ccの飽和磁

化を示し, 過去に CVD で報告されたエッジ誘

起強磁性の飽和磁化 13 emu/ccの 2倍となった

[4]
. ラマン分光より, 空孔等の強磁性を示す内

部欠陥ピークは現れず, 観測された強磁性は

エッジ誘起強磁性である. 一方, ラマン分光の

半値幅および X線光電子分光より, S, Arアニ

ールの結晶性向上効果は同程度であった. し

たがって, エッジ誘起強磁性発現のためには, 

アニールによる結晶性向上だけでなく, アニ

ールのガス種選択が重要である.  

 
 

Fig. 1 M-H curves of As- (blue), S- (red), Ar- (green), 
and reference samples (black dotted). 
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